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KLA-Tencor 推出 PROLITHTM X3.1 光刻模拟软件，以低成本高效益的研究方式迎接 EUV 和
两次图像合成光刻的挑战 
• 扩展光刻研究的深度和广度 
• 有助于降低光刻单元的运营费用 
• 缩短确定有效光刻解决方案所需的时间 
 
【加州 Milpitas 2010 年 2 月 18 日讯】今天，专为半导体和相关产业提供制程控制及成品率

管理解决方案的全球领先供应商 KLA-Tencor 公司（纳斯达克股票代码：KLAC）推出了他们

最新一代的 PROLITH 光刻模拟软件。PROLITH X3.1 让处于前沿领先地位的芯片厂商、研发

机构及设备制造商能够迅速且极具成本效益地解决 EUV 和两次图像合成光刻 (DPL) 制程中的

挑战性问题，包括线边粗糙度 (LER) 和图形成像问题。使用 PROLITH X3.1 光刻软件能够简

化他们的研发，节约宝贵的光刻单元资源，并加快产品开发。  
 
KLA-Tencor 的制程控制信息部副总裁兼总经理 Ed Charrier 表示：“在评估 2Xnm 及以下设

计的多项光刻技术方面，研发人员面临着一项异常复杂的任务。他们必须了解制程设计互动

如何影响刻印在晶圆上的图案，包括掩膜板设计、扫描光刻机设置、晶圆表层形态和光刻胶

成份的差异等影响。PROLITH X3.1 并不刻印测试晶圆，而是利用物理学基本原理来模拟图

形成像结果，以帮助研发人员研究和优化光刻制程。新 X3.1 版 的 EUV 和 LER 模型只需数

分钟就能产生精确结果，使之可以大幅缩短产品开发时间。此外，这项策略还能降低扫描光

刻、光刻胶处理和 CD-SEM 等机台用于可行性实验的时间，使得 EUV 单元有更时间进行整

合与测试，或光刻单元用于额外生产运行。”  
 
PROLITH X3.1 包括已下几项功能，其设计目的是让研发人员能够经济高效地研究不同的光

刻技术： 
 
• 它是市场上第一款考虑光的量子行为和光刻胶中的离散反应分子的随机型产品，能够帮助

研发人员： 
o 以数分钟的运行时间精确模拟 LER，让在实际的晶圆厂中研究各种制程条件对 

LER 的影响成为现实； 
o 对图案刻印的可重复性以及对成品率的影响进行研究； 
o 对线宽和接触孔 CD 的一致性进行预测； 
o 判定可用的制程窗口；以及 
o 检查不同的光刻胶反应加载级别如何影响刻印（例如制程窗口、CD 控制、缺

陷级别），从而让材料制造商能够以显著降低的成本探索光刻胶配方； 
• 市场上第一款光电子模型，用于模拟 EUV 光刻制程结果； 
• 直观的晶圆表层形态设置和改善后的晶圆表层形态模型允许迅速、方便地对双次和单次图

形成像非平面光刻层积和诸如 FinFET 等下一代非平面电子器件进行评估； 

  



  

• 超过 60 个高精确度、经过校准的光刻胶模型，可供立即使用； 
• 在一台 32 位个人电脑上运行的直观界面能够提供迅速、精确的光刻模型，而无需升级电

脑或使用超级电脑； 
• 可以作为业界领先的 PROLITH 平台的升级产品使用，提供扩展能力，以保护研发人员的

现有资本投资。 
 
PROLITH X3.1 是  KLA-Tencor 应 对 先 进 光 刻 挑 战 的 综 合 工 具 集 中 的 最 新 产 品 。 关 于 
PROLITH X3.1 光刻模拟软件如何能够帮助研发人员经济高效地评估先进光刻技术,请访问产

品网页：http://www.kla-tencor.com/lithography-modeling/chip-prolith.html。 
 
关于 KLA-Tencor： 
KLA-Tencor 公司（纳斯达克股票代码：KLAC）是制程控制与成品率管理解决方案的领先供

应商，它与全球客户合作，开发先进的检验与测量技术。这些技术为半导体、数据存储、化

合物半导体、光伏及其他相关纳米电子行业提供服务。公司拥有广泛的业界标准产品系列及

世界一流的工程师与科学家团队，三十余年来为客户努力打造优秀的解决方案。KLA-Tencor 
的总部设在美国加利福尼亚州 Milpitas，并在全球各地设有专属的客户运营与服务中心。如需

更多信息，请访问网站 www.kla-tencor.com。(KLAC-P) 
 
前瞻性声明： 
本新闻稿中除历史事实以外的声明，例如关于向芯片上的更小临界线宽的预期技术转移，包

括市场对此类转移的采纳度和此类更小线宽的相关挑战；诸如 EUV 光刻和 DPL 等先进光刻

技术的预期使用；诸如 LER、晶圆外形和图案刻印的可重复性等先进光刻的相关预期问题；

PROLITH 应对这些预期转移相关挑战的能力；PROLITH 的预期性能；以及 PROLITH 软件

用户可实现的预期受益等陈述，均为前瞻性声明，并受到《1995 年美国私人证券诉讼改革法

案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 规定的“安全港”(Safe Harbor) 条款

的制约。这些前瞻性声明基于当前信息及预期，且包含诸多风险与不确定性。由于各种因

素，包括延迟采用新技术（无论是由于成本或性能问题抑或其他问题）或影响我们产品实现

或使用的意外技术挑战或限制，实际结果可能与此类声明中的预计结果实质不同。 
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